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La presente invention concerne un precede de recuit thermique 
d'une tranche de materiau choisi parmi les materiaux semiconducteurs en 
vue du detachement d'une couche de ladite tranche au niveau d'une zone 
de fragilisation. 

5 Et I'invention concerne egalement un dispositif permettant 

d'effectuer un tel recuit. 

On connaTt deja des procedes et dispositifs du type mentionne ci- 

dessus. 

La tranche peut etre en un materiau semiconducteur tel que le 

10 silicium. 

Le procede SMARTCUT® est un exemple de procede rnettant en 
ceuvre de telles etapes. 

On precise par ailleurs que la surface des couches ainsi creees doit 
generalement respecter des specifications d'etat de surface qui sont tres 
1 5 severes. 

II est ainsi courant de trouver des specifications de rugosite-. ne 

devant pas depasser 5 Angstroms en valeur rms (correspondant a 

I'acronyme anglo-saxon « root mean square ») 

Les mesures de rugosite sont generalement effectuees grace a un 
20 microscope a force atomique (AFM selon Tacronyme qui correspond a 

Tappellation anglo-saxonne de Atomic Force Microscope). 

Avec ce type d'appareil, la rugosite est mesuree sur des surfaces 

balayees par la pointe du microscope AFM, allant de 1x1 ^m 2 a 10x10 ixm 2 

et plus rarement 50x50 ^m 2 , voire 100x100 ^m 2 . 
25 On precise egalement qu'il est possible de mesurer la rugosite de 

surface par d'autres methodes, en particulier par le biais d'une mesure de 

« haze » selon la terminologie anglo-saxonne repandue. Cette methode 

presente notamment Tavantage de permettre de caracteriser rapidement 

Tuniformite de la rugosite sur toute une surface. 
30 Ce haze, mesure en ppm, est issu d'une methode utilisant les 

proprietes de reflectivite optique de la surface a caracteriser, et correspond 
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a un « bruit de fond » optique diffuse par la surface, en raison de sa micro- 
rugosite. 

On precise par ailieurs que si ies couches doivent respecter des 
valeurs de rugosite, elles doivent egalement presenter une rugosite 
5 homogene sur toute leur surface. 

Et Ies procedes mentionnes ci-dessus qui permettent selon I'etat de 
la technique de detacher suite a un recuit une couche d'une tranche de 
materiau semiconducteur ne permettent pas toujours d'aboutir a des 
rugosites de surface de couche respectant Ies specifications mentionnees 
10 ci-dessus. 

II existe ainsi un besoin pour ameliorer le controle de la rugosite des 
couches detachees suite a un recuit. 

Un but de invention est de repondre a ce besoin. 

Afin d'atteindre ce but, invention propose selon un premier aspect 
15 un procede de recuit thermique d'une tranche de materiau choisi parmi Ies 
materiaux semiconducteurs en vue du detachement d'une couche de ladite 
tranche au niveau d'une zone de fragilisation, caracterise en ce que lors du 
recuit : 

• on apporte a la tranche un budget thermique de base legerement 
20 inferieur au budget necessaire au detachement de la couche, ce budget 

etant reparti de maniere homogene dans la zone de fragilisation, 

• on apporte en outre localement a la tranche un budget thermique 
additionnel dans une region determinee de la zone de fragilisation de 
maniere a initier au niveau de cette region le detachement de la couche. 

25 Des aspects preferes, mais non limitatifs de ce procede sont Ies 

suivants : 

• lors de I'apport de budget thermique global on controle selectivement 
differents organes de chauffage situes en regard de la tranche, 

• la tranche est disposee sensiblement verticalement, 
30 ♦ la tranche est disposee sensiblement horizontalement, 
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• Tapport de budget thermique de base est realise dans une premiere 
phase, puis un apport de budget thermique additionnel localise est 
realise dans une deuxieme phase, 

• rapport de budget thermique de base est realise sensiblement 
5 simultanement avec Tapport de budget thermique additionnel localise, 

• on fait subir le recuit a plusieurs tranches, simultanement, 

• on controle la circulation de gaz conducteur de chaleur sur les 
differentes regions de la surface de la tranche, 

• ledit controle est effectue a Taide d'un volet ayant une geometrie de 
10 barriere, 

• ledit controle est effectue a I'aide d'un volet ayant une geometrie 
d'enceinte perforee. 

Selon un deuxieme aspect, I'invention propose egalement un 
dispositif pour la mise en oeuvre d'un tel procede, caracterise en ce que le 
15 dispositif comprend : 

• une pluralite d'organes de chauffage destines a- etre en regard Nde 
differentes parties de chaque tranche a recuire, 

• des moyens permettant de controler selectivement la puissance de 
chauffage de chaque organe de chauffage, 

20 • des moyens pour controler la repartition de gaz conducteur de chaleur 
dans le dispositif. 

Des aspects preferes, mais non limitatifs de ce dispositif sont les 
suivants : 

• les organes de chauffage s'etendent sensiblement horizontalement, 
25 • les organes de chauffage ont une forme generate circulaire, 

• les organes de chauffage sont disposes les uns a la suite des autres 
selon une direction sensiblement verticale, 

• le dispositif comprend un espace de reception des tranches dans lequel 
les tranches sont disposees sensiblement verticalement pour leur 

30 chauffage, 

• les organes de chauffage entourent 1'espace de reception des tranches, 
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• tes organes de chauffage s'etendent sensiblement dans le meme plan, 

• les organes de chauffage s'etendent de maniere concentrique les uns 
par rapport aux autres, 

• le dispositif comprend un espace de reception des tranches dans lequel 
5 les tranches sont disposees sensiblement horizontalement pour leur 

chauffage, 

• lesdits moyens de controle de la repartition de gaz comprennent un volet 
diffuseur permettant de provoquer une circulation du gaz selon une 
configuration desiree, dispose en regard d'une ouverture permettant 

10 d'introduire un gaz conducteur de chaleur, 

• le volet a une geometrie de barriere, 

• le volet a une geometrie d'enceinte perforee. 

D'autres aspects, buts et avantages de invention apparaTtront mieux 
a la lecture de la description suivante de formes preferees de realisation de 
15 Tinvention, faite en, reference aux dessins annexes sur lesquels : 

• La figure 1 est une representation schematique d'ensemble d'un 
dispositif de recuit selon Tinvention, correspondant a un premier mode 
de realisation, 

• La figure 2 est une representation schematique plus detaillee d'une 
20 partie de ce dispositif, 

• La figure 3 est une representation de la repartition de haze a la surface 
d'une couche, selon une variante de Tetat de la technique, 

• la figure 4 est une representation schematique d'un dispositif de recuit 
selon Tinvention, correspondant a un deuxieme mode de realisation, 

25 • les figures 5a a 5c sont des representations schematiques de dispositifs 
de recuit selon Tinvention correspondant au deuxieme mode de 
realisation, faisant apparaftre differents types de moyens pour orienter 
de maniere desiree !a circulation d'un gaz conducteur de chaleur. 

En reference a ia figure 1, on a represents un premier mode de 

30 realisation d'un dispositif de recuit selon Tinvention. 
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On precise que les tranches dont il va etre question dans ce texte 
sont des tranches realisees en un materiau semiconducteur tel que le 
silicium, et comportant une zone de fragilisation. 

La zone de fragilisation peut avoir ete creee par implantation. 
5 Elle s'etend dans I'epaisseur de la tranche a une profondeur 

constante (cette zone de fragilisation correspondant a une surface parallele 
aux faces de la tranche), en definissant une couche a detacher. 

Et de maniere generate, le recuit objet de I'invention peut s'inscrire 
dans le cadre d'un precede de type SMARTCUT®. 
10 Le recuit qui est applique aux tranches a pour but de favoriser pour 

chaque tranche le detachement de la couche de materiau qui est definie 
dans I'epaisseur de la tranche par la zone de fragilisation. 

Le dispositif 10 de la figure Icomprend une enceinte 100 de 
chauffage destinee a recevoir une ou plusieurs tranches T pour leur faire 
15 subir un recuit selon I'invention. 

L'axe longitudinal de dispositif 10 est vertical - ce dispositif 
s'apparente ainsi a un four vertical. 

On remarquera que les tranches T sont disposees verticalement 
dans cette enceinte, et pas horizontalement comme cela est connu. 
20 Les tranches sont regues dans une nacelle 110, qui est elle-meme 

supportee par un support 111. 

Le support 111 repose sur un couvercle 112 fermant la gueule 120 
du dispositif. 

Des moyens 130 de manutention des tranches sont en outre prevus 
25 pour introduire les tranches dans le dispositif 10 et les en sortir apres recuit. 

L'enceinte 100 est munie d'une ouverture 101 situee a I'oppose de la 
gueule 120. Un gaz conducteur de la chaleur peut etre introduit dans 
Tenceinte par cette ouverture. 

Une pluralite d'organes de chauffage 140 entoure Tenceinte 100. 
30 Ces organes de chauffage sont disposes les uns a la suite des 

autres selon une direction sensiblement verticale. 
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Ces organes de chauffage peuvent par exemple etre des electrodes 
aptes a emettre de la chaleur lorsqu'elles sont alimentees en electricite. 

On precise qu'un tel dispositif comporte des moyens (non 
representes sur les figures) pour mettre en rotation la nacelle supportant les 
5 tranches autour de I'axe longitudinal du dispositif pendant le recuit, ainsi 
que des moyens de controle et de regulation du debit de gaz conducteur. 

Ces moyens contribuent a realiser un chauffage homogene des 
tranches (ce qui correspond au budget thermique de base qui sera explicite 
plus loin dans ce texte). 
10 La figure 2 fait mieux apparaitre Tenceinte 100, les tranches T et les 

organes de chauffage 140 (leur nombre etant reduit sur cette figure par 
souci de clarte). 

Des moyens non representes sur les figures permettent de controler 
selectivement I'alimentation de chaque organe de chauffage, de maniere a 
15 controler selectivement la puissance de chauffage de chacun de ces 
organes. 

De la sorte, on controle la repartition verticale du budget thermique 
apporte aux tranches pendant le chauffage. 

La Demanderesse a en effet observe que Tutilisation d'un four 
20 vertical classique dans lequel on aurait I'idee de disposer les tranches 
verticalement comme cela est represents sur les figures 1 et 2 produisait un 
gradient de temperature vertical. 

Et un tel gradient se traduit apres detachement de la couche de 
chaque tranche par un gradient vertical de rugosite qui compromet 
25 Thomogeneite de la surface de la couche. 

La rugosite se repartit en effet alors de maniere generate en 
« strates » horizontales, et n'est pas homogene sur la surface de la couche 
detachee (ni sur celle de la partie de la tranche situee de Tautre cote de la 
zone de fragilisation). Un tel effet est represents sur la figure 3. 
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II est egalement possible de controler selectivement des groupes 
d'organes de chauffage recevant la meme valeur de consigne pour la 
temperature de chauffage. 

Ceci est par exemple le cas dans une configuration de mise en 
5 oeuvre de I'invention dans laquelle les organes de chauffage sont des spires 
adjacentes les unes aux autres. 

Dans ce type de configuration, il est envisageable de controler 
Talimentation electrique de chaque spire individuellement, ou bien de 
controler les alimentations respectives de differents groupes de spires. 
10 Et dans ce dernier cas, la proximite des spires entre elles provoque 

Texistence d'une zone plus chaude a Tinterieur d'un groupe de spires 
alimente de la meme maniere (cette zone etant typiquement au milieu du 
groupe, en faisant abstraction des groupes de spires voisins). 

On pourra exploiter selon (Invention de telles zones chaudes du 
15 dispositif, par exemple pour apporter un budget thermique additionnel (qui 
sera explicite plus loin dans ce texte). 

En controlant selectivement I'alimentation des organes de chauffage 
140, on peut controler la repartition spatiale du budget thermique apporte 
aux tranches. 

20 On remarque en outre sur la figure 3 que les « strates » ne sont pas 

des bandes rectilignes, mais ont une forme generate. 

Ceci traduit I'effet d'une difference du budget thermique apporte, 
respectivement a la region centrale de la tranche et a ses bords lateraux. 

Et il est egalement possible de controler selectivement la repartition 
25 du debit de gaz conducteur dans une section horizontale du four, de 
maniere a adapter ce debit de gaz en differents endroits de la section pour 
tendre a annuler cette inhomogeneite observee sur une section horizontale 
de la tranche. 

Ce controle selectif de la repartition des debits de gaz conducteur 
30 peut etre realise en complement du controle selectif de I'alimentation des 
organes de chauffage qui a ete mentionne ci-dessus. 
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Ainsi, de maniere generate - et comme cela va etre detaille - on 
controle la repartition spatiale du budget thermique apporte aux tranches T 
par ie controle selectif de ['alimentation des differents organes de chauffage, 
et/ou par le controle selectif de la repartition de debit de gaz conducteur de 
5 chaleur sur la surface des tranches. 

II est ainsi en particulier possible d'apporter aux tranches T un 
budget thermique spatialement homogene sur toute I'etendue de la zone de 
fragilisation de chaque tranche. 

Ceci peut etre visualise par exemple par des mesures de haze 
10 effectuees sur la surface des couches, apres leur detachement. 

Pour realiser un apport de budget homogene a des tranches dans un 
dispositif du type de ceux representes sur les figures 1 et 2, on alimentera 
typiquement davantage les organes de chauffage inferieurs que les organes 
superieurs. 

15 On compense ainsi la tendance naturelle de la chaleur a monter 

dans Tenceinte, et on genere des temperatures superieures dans la partie 
haute de cette enceinte. 

On assure de la sorte que le budget thermique apporte aux tranches 
est homogene sur toute la zone de fragilisation de chaque tranche. 

20 Et de maniere plus generate, on peut controler selectivement les 

alimentations individuelles des differents organes de chauffage pour 
controler finement la repartition spatiale du budget thermique apporte aux 
tranches. 

Ce controle de la repartition spatiale du budget thermique apporte 
25 aux tranches est utilise selon ('invention pour : 

• apporter aux tranches d'une part un budget thermique tres homogene 
sur I'etendue de la zone de fragilisation de chaque tranche (comme 
decrit ci-dessus). Ce budget thermique (que Ton nommera « budget 
thermique « de base ») est controle pour etre : 
30 > qualitativement tres homogene spatialement sur la surface de 
fragilisation de chaque tranche, 
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> et quantitativement legerement inferieur au budget necessaire au 
detachement de la couche a partir de la tranche. 
• d'autre part, en addition de ce budget thermique de base, un budget 
thermique additionnel, controle pour n'etre apporte qu'en un endroit 
5 localise de chaque tranche (constitution d'un « point chaud » controle). 
Ce budget thermique additionnel peut etre apporte par exemple en 
alimentant selectivement un ou piusieurs organes de chauffage, en 
addition des mesures decrites ci-dessus pour obtenir un chauffage tres 
homogene des tranches. On precise qu'il est egalement possible 
10 d'utiliser une repartition particuliere de temperature dans le dispositif de 
recuit (par exemple en controlant les flux de gaz) pour apporter le budget 
thermique additionnel. 

Et comme on va le voir, ces deux apports de budget thermique 
controles peuvent etre realises sequentiellement Tun apres I'aiitre, ou 
15 sensiblement simultanement. 

Le budget thermique global ainsi apporte aux tranches (budget de 
base + budget additionnel) est done different de celui que Ton obtiendrait en 
chauffant dans un four vertical des tranches que Ton aurait Pidee de 
disposer verticalement. On a en effet vu que dans ce cas le budget 
20 thermique presenterait un gradient vertical. 

Le budget thermique global correspond ainsi a un budget thermique 
qui au niveau de la zone de fragilisation peut eventuellement presenter un 
point chaud localise, mais ne presente pas de variations s'etendant sur une 
partie importante de cette zone (par exemple sur au moins la moitie d'une 
25 grandeur caracteristique de cette zone - cette grandeur etant typiquement 
son diametre dans le cas d'une zone de fragilisation en, forme de disque). 

L'installation des figures 1 et 2 correspond a un mode prefere de 
realisation d'un dispositif de recuit selon Tinvention. 

II est cependant egalement possible de realiser un tel apport 
30 homogene de budget thermique global avec des installations differentes. 
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La figure 4 represente ainsi un dispositif 20 qui est apte a effectuer 
un recuit selon ('invention sur une tranche T, ou sur une pluralite de 
tranches. 

La ou les tranches s'etendent sensiblement horizontalement, dans 
5 une enceinte de chauffage 200. 

L'enceinte est pourvue d'une ouverture 201 pour introduire un gaz 
conducteur de chaleur. 

On precise que si la representation simplifiee de la figure 4 fait 
apparaitre une entree unique 201 pour introduire un gaz conducteur de 
10 chaleur, ii est ici encore possible de prevoir des dispositions pour assurer 
que le flux de ce gaz sur la surface des tranches ne genere pas 
d'inhomogeneite dans les budgets thermiques absorbes par les differentes 
zones de la surface de chaque tranche. 

A cet egard, on pourra par exemple prevoir que le dispositif 20 
15 comprenne plusieurs ouvertures 201 pour introduire un gaz conducteur de 
chaleur, ces ouvertures etant alors disposees regulierement autour de la 
peripherie du dispositif. 

II est egalement possible, en alternative ou en complement, de 
prevoir a Pinterieur du dispositif, en regard de Pouverture 201 (ou de chaque 
20 ouverture 201) des volets diffuseurs permettant de provoquer une 
circulation du gaz selon une configuration desiree. 

De tels volets garantissent ainsi que le flux de gaz est homogene sur 
la surface de tranche. 

De tels volets peuvent prendre differentes geometries, par exemple : 
25 • une geometrie de « barriere » interposee entre Pentree de gaz et les 
tranches, les gaz devant alors contourner la barriere pour s'ecouier en 
regard des tranches (ce type de configuration est illustre sur les figures 
5a et 5c), 

* une geometrie d'enceinte perforee entourant les plaques, dont les 
30 ouvertures permettent le passage du gaz vers les tranches (figure 5b). 
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Dans tous les. modes de realisation de I'invention (en particulier dans 
le cas d'un four horizontal ou d'un four vertical), il est ainsi possible 
d'effectuer le controle du budget thermique apporte aux tranches par deux 
moyens principaux : 
5 • le controle individuel de differents organes de chauffage, 

• le controle de la circulation des flux de gaz conducteur de chaleur sur les 
differentes regions de la surface de tranche. 

Le dispositif 20 comprend des organes de chauffage representees 
collectivernent par la reference 240. 
10 Ces organes de chauffage peuvent etre disposes uniquement au- 

dessus des tranches, mais il est egalement possible de les doubler par des 
organes de chauffage similaires situes en-dessous des tranches. 

Les organes de chauffage 240 peuvent etre une serie d'organes 
individuels de chauffage (par exemple des electrodes) qui s'etendent dans 
15 le meme plan horizontal. 

Chaque organe de chauffage peut alors etre un anneau circulaire qui 
est place concentriquement aux autres organes, les differents organes 
ayant des diametres differents. 

Et les organes sont alors places egalement concentriquement aux 
20 tranches lorsque celles-ci sont en position de recuit. 

Ici encore, on prevoit des moyens (non representes) de controle 
selectif et individuel de chaque organe de chauffage. 

On garantit de la sorte que le budget thermique global apporte aux 
tranches est conforme a ce qui est decrit ci-dessus. 
25 Les organes de chauffage 240 peuvent egalement etre une electrode 

unique du type « plaque chauffante » dans laquelle il est possible de 
controler la repartition de temperature. 

II est egalement possible de remplacer les organes 240 par des 
lampes infra rouge commandees dont !es alimentations respectives sont 
30 commandees individuellement. 
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Et on peut combiner des organes 240 de type electrodes (par 
exemple en forme d'anneaux circulaires concentriques) avec des lampes 
infra rouge qui fournissent un chauffage d'appoint apte a : 

• ajuster localement le budget thermique apporte a la zone de fragilisation 
de maniere a constituer un budget thermique de base homogene, 

• mais egalement creer selectivement un point chaud au niveau de cette 
zone de fragilisation, en apportant localement un budget thermique 
additionnel. 

En tout etat de cause, dans tous les modes de realisation de 
Tinvention, le dispositif de chauffage est apte a : 

• realiser un chauffage homogene des tranches, de maniere a apporter a 
la zone de fragilisation de ces tranches un budget thermique de base 
homogene, 

• tout en pouvant apporter en une region particuliere de la zone de 
fragilisation un budget thermique superieur, en creant un « point chaud » 
au niveau de la zone de fragilisation. Ceci peut etre obtenu : 

> soit en controlant individuellement un ou plusieurs organes de 
chauffage pour creer un tel point chaud par augmentation locaiisee 
du chauffage (a un moment particulier du recuit, ou eventuellement 
tout au long du recuit). Ceci correspond a un mode prefere de mise 
en oeuvre de ('invention et a deja ete evoque ci-dessus 

> soit, selon une variante de mise en oeuvre de Tinvention, en tirant 
profit de la configuration thermique du dispositif de recuit pour les 
tranches considerees : 

S en exploitant une circulation particuliere de flux de gaz chauffant, 
s par ailleurs, de maniere generale, si les organes de chauffage 
creent, lorsqu'ils sont cornmandes pour apporter un budget 
thermique homogene aux zones de fragilisation des tranches, un 
point chaud au niveau de cette zone de fragilisation, il est 
possible d'utiliser ce point chaud dans le deroulement du recuit 
pour apporter le budget additionnel desire. 
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En fonctionnement, le dispositif de recuit selon ('invention apporte 
ainsi un budget thermique de base homogene a la zone de fragiiisation des 
tranches. 

Plus precisement, ce budget thermique de base correspond a un 
5 budget energetique legerement inferieur au budget necessaire au 
detachement de la couche a partir de la tranche. 

Mais on ne recherche pas seulement dans le cas de I'invention a 
homogeneiser le budget thermique apporte aux tranches. 

Et le budget thermique de base n'est pas destine a permettre de 
10 realiser completement le detachement de la couche de chaque tranche. 

En effet, on apporte un tel budget thermique de base homogene de 
maniere a atteindre un budget legerement inferieur a ce qui est necessaire 
pour realiser le detachement de la couche de chaque tranche. 

A cet egard, la region localisee ayant regu le budget thermique 
15 additionnel correspond a une region d'amorgage du detachement. 

Dans cette region d'amorgage, la zone de fragiiisation de chaque 
tranche a re?u le budget thermique de base par unite de surface, ainsi que 
le budget thermique additionnel. v 

Pour chaque tranche, la somme de ces deux budgets thermiques est 
20 suffisante pour amorcer localement le detachement de la couche de la 
tranche, au niveau de la partie de la zone de fragiiisation qui correspond a 
la region d'amorgage. 

Et ce detachement de couche se propage ensuite spontanement au 
reste de la zone de fragiiisation, qui a regu par unite de surface un budget 
25 thermique juste inferieur a celui necessaire' pour realiser le detachement : 
dans ces conditions, la solicitation correspondant a la propagation du 
detachement initial est suffisante pour effectivement propager le 
detachement. 

Et ce detachement se propage ainsi sur toute la surface de la zone 
30 de fragiiisation, ce qui conduit au detachement complet de la couche. 
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La Demanderesse a determine que le fait de proceder ainsi menait a 
des valeurs de rugosite plus homogenes et plus basses que si Con se 
contentait de rendre homogene le budget thermique apporte a la zone de 
fragilisation, et que Ton amenait ce budget a une valeur permettant de 
realiser le detachement de la couche. 

L'apport local d'un budget thermique additionnel pour creer un point 
chaud peut etre realise de maniere continue tout au long du recuit. Dans ce 
cas, le budget de base et le budget additionnel sont apportes sensiblement 
simultanement aux tranches. 

II est egalement possible de realiser cet apport local dans une phase 
specifique du recuit, par exemple a la fin du recuit. 

Et il est possible de traiter de la sorte une pluralite de tranches, 
simultanement. 
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REVENDICATIONS 

Procede de recuit thermique d'une tranche (T) de materiau choisi 
parmi les materiaux semiconducteurs en vue du detachement d'une 
couche de ladite tranche au niveau d'une zone de fragilisation, 
caracterise en ce que lors du recuit : 

• on apporte a la tranche un budget thermique de base iegerement 
inferieur au budget necessaire au detachement de la couche, ce 
budget etant reparti de maniere homogene dans la zone de 
fragilisation, 

• on apporte en outre localement a la tranche un budget thermique 
additionnel dans une region determinee de la zone de fragilisation 
de maniere a initier au niveau de cette region le detachement de 
la couche. 

Procede selon la revendication precddente, caracterise en ce que 
lors de I'apport de budget thermique global on controle selectivement 
differents organes de chauffage situes en regard de la tranche. 

Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que la 
tranche est disposee sensiblement verticalement. 

Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que la tranche 
est disposee sensiblement horizontalement. 

Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 
ce que rapport de budget thermique de base est realise dans une 
premiere phase, puis un apport de budget thermique additionnel 
localise est realise dans une deuxieme phase. 
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6. Procede selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce que 
Tapport de budget thermique de base est realise sensiblement 
simultanement avec i'apport de budget thermique additionnel localise 

5 7. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 
ce que on fait subir le recuit a plusieurs tranches, simultanement. 

8. Procede selon i'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que on controle la circulation de gaz conducteur de chateur sur les 

10 differentes regions de la surface de la tranche. 

9. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
ledit controle est effectue a I'aide d'un volet ayant une geometrie de 
barriere. 

15 

10. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que ledit controle 
est effectue a I'aide d'un volet ayant une geometrie d'enceinte 
perforee. 

20 11. Dispositif de mise en ceuvre d'un recuit selon une des revendications 
precedentes pour le recuit d'une ou plusieurs tranches, caracterise 
en ce que le dispositif comprend : 

• une pluralite d'organes de chauffage destines a etre en regard de 
differentes parties de chaque tranche a recuire, 

25 • des moyens permettant de controler selectivement la puissance 

de chauffage de chaque organe de chauffage, 

• des moyens pour controler la repartition de gaz conducteur de 
chaleur dans le dispositif. 
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Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
les organes de chauffage s'etendent sensiblement horizontalement. 
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Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
les organes de chauffage ont une forme generate circulaire. 

Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
les organes de chauffage sont disposes les uns a la suite des autres 
selon une direction sensiblement verticale. 

Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que le 
dispositif comprend un espace de reception des tranches dans lequel 
les tranches sont disposees sensiblement verticalement pour leur 
chauffage. 

Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
les organes de chauffage entourent I'espace de reception des 
tranches. 

Dispositif selon la revendication 11, caracterise en ce que les 
organes de chauffage s'etendent sensiblement dans le meme plan. 

Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
les organes de chauffage s'etendent de maniere concentrique les 
uns par rapport aux autres. 

Dispositif selon Tune des deux revendications precedentes, 
caracterise en ce que le dispositif comprend un espace de reception 
des tranches dans lequel les tranches sont disposees sensiblement 
horizontalement pour leur chauffage. 

Dispositif selon Tune des neuf revendications precedentes, 
caracterise en ce que lesdits moyens de controle de la repartition de 
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gaz comprennent un volet diffuseur permettant de provoquer une 
circulation du gaz selon une configuration desiree, dispose en regard 
d'une ouverture permettant d'introduire un gaz conducteur de 
chaleur. 

Dispositif selon la revendication precedente, caracterise en ce que le 
volet a une geometrie de barriere. 

Dispositif selon la revendication 20, caracterise en ce que le volet a 
une geometrie d'enceinte perforee. 
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